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シリコン P チャネル MOS FET 

高速度電力スイッチング 

特 長 

• 低オン抵抗
• 低電圧駆動（4V 駆動）
• スイッチング速度が速い
• アバランシェ保証

絶 対 最 大 定 格 

(Ta = 25°C) 

項  目 記号 定格値 単位
ドレイン・ソース電圧 VDSS –60 V 

ゲート・ソース電圧 VGSS ±20 V 

ドレイン電流 ID –30 A 

せん頭ドレイン電流 ID 
(pulse)*1 

–120 A 

逆ドレイン電流 IDR –30 A 

アバランシェ電流 IAP*3 –30 A 

アバランシェエネルギ EAR*3 77 mJ

許容チャネル損失 Pch*2 35 W 

チャネル温度 Tch 150 °C

保存温度 Tstg –55～+150 °C 

注) 1. PW ≤ 10 µs, duty cycle ≤ 1% 

2. TC = 25°C における許容値
3. Tch = 25°C における許容値，Rg ≥ 50Ω
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電 気 的 特 性 

(Ta = 25°C) 

項   目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

ドレイン・ソース破壊電圧 V(BR)DSS –60 — — V ID = –10mA, VGS = 0 

ゲート・ソース破壊電圧 V(BR)GSS ±20 — — V IG = ±200µA, VDS = 0 

ゲート遮断電流 IGSS — — ±10 µA VGS = ±16V, VDS = 0 

ドレイン電流 IDSS — — –250 µA VDS = –50V, VGS = 0 

ゲート・ソース遮断電圧 VGS(off) –1.0 — –2.25 V VDS = –10V, ID = –1mA 

順伝達アドミタンス |yfs| 17 25 — S VDS = –10V, ID = –15A*1 

ドレイン・ソースオン抵抗 RDS(on) — 0.033 0.043 Ω ID = –15A, VGS = –10V*1 

  — 0.045 0.06 Ω ID = –15A, VGS = –4V*1 

入力容量 Ciss — 3300 — pF VDS = –10V, VGS = 0, 

出力容量 Coss — 1500 — pF f = 1MHz 

帰還容量 Crss — 480 — pF  

ターン・オン遅延時間 td(on) — 30 — ns VGS = –10V, ID = –15A, 

上昇時間 tr — 170 — ns RL = 2Ω 

ターン・オフ遅延時間 td(off) — 500 — ns  

下降時間 tf — 390 — ns  

ダイオード順電圧 VDF — –1.5 — V IF = –30A, VGS = 0 

逆回復時間 trr — 200 — ns IF = –30A, VGS = 0, 

      diF / dt = 50A / µs 

注) 1. パルス測定 

 

電気的特性曲線は 2SJ280 を参照。 



2SJ295 

3 

 

 

 

60

0 10050 150

Power vs. Temperature Derating

C
ha

nn
el

 D
is

si
pa

tio
n 

P
ch

 (
W

)

Case Temperature Tc (°C)

40

20

 

Maximum Safe Operation Area 
–500
–300

–100

–30

–0.5

–3

–1

–0.1 –0.3 –1 –3 –10 –30 –100

Drain to Source Voltage  V    ( V )
D

ra
in

 C
ur

re
nt

  I
   

 (
 A

 )
D

DS

10   s100   s1 ms

Ope
rat

ion
 in

 th
is 

are
a 

is 
lim

ite
d b

y R
    

 (o
n)

DS

μ

μ

Ta = 25 °C

PW
 = 10 m

s (1 shot)

DC Operation (Tc = 25°C)

–10

 

3

Pulse Width  PW  (s)

 N
or

m
al

iz
ed

 T
ra

ns
ie

nt
 T

he
rm

al
 Im

pe
da

nc
e 

 γ
S
  (

t)

1.0

0.1

0.3

D = 1

10 μ

0.03

0.01
100 μ 10 m 100 m 1 101 m

TC = 25°C

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

1 Shot Pulse

Normalized Transient Thermal Impedance vs. Pulse Width

T
PW

PDM

D =
T

PW

θch–c (t) = γS (t) · θch–c
θch–c = 3.57°C/W, TC = 25°C

 



2SJ295 

4 

外 形 寸 法 図 
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Previous Code

PRSS0003AD-A TO-220FM / TO-220FMV
MASS[Typ.]

1.8gSC-67
RENESAS CodeJEITA Package CodePackage Name

TO-220FM
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